SELECCION DE PROBLEMAS DE EXAMENES DE ASIGNATURAS AFINES
Algunos problemas pueden tener apartados que no son solucionables con la materia de FTC.

1.- Hallar Vo en funcion de Vi para el circuito de la Fig.1 .Ademas calcular I, en funcion de Vi.

4.-Calcule la tension de salida V,,.(Fig. F.2)
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4. Calcule de forma aproximada el flujo de datos necesario (kbits/s) necesarios para transmitir TV
digitalmente (palabras de 10 bits). El ancho de banda de TV es de 5MHz , se transmiten 25 imégenes por
segundo, de ese segundo el 20% son sefales de sincronismo (no es informacioén).

5. Calcule en F.3 la intensidad de salida |, .
1. Halle la dependencia de la tensién de salida Vo con la entrada Vi (figura F.1).

10K 1K

2R R
[+12Vv /\/\/77 /J;\/\f

D1

V, =06V 10K -
< S e b
* 1K

Do M

3R R +
[+1avVv ”\/\/77|7 RL % VLII_
F.1

F.3

2.- En los circuitos de la figura calcule el intervalo de valores de Vg para que el MOSFET esté en cada una
de sus zonas de funcionamiento . ( Vcc=0'4 V)
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1. Calcular la salida Vo en funcion de V1 y V2 (fig F.4)

R,’= R;+10KQ y R,'=R,-10KQ
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2.- Describa el funcionamiento del circuito de la figura F.5 (arriba) (V;>0).
1. Calcule el cociente Vo/Vi, ll/li. Cuando se haga k=1: ¢Qué utilidad puede tener el circuito?
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2.- En el circuito de la figura , calcule la impedancia de entrada. ¢ Qué ocurre si Z es un condensador ?
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1.- Para los transitores de la figura calcular el
punto de operacion . ¢En qué regién de funciona-
miento esta cada uno ?
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1.- Halle Vo en funcién de V y & ; particularize para § y (R/R;) pequefios .

Vo]

3.- Obtener el equivalente de Thevenin del circuito:
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1.- Obtener el equivalente de Thevenin del circuito de la figura
entre los terminales A y B.

(Vp =0.6 V, r, =200, R=1%k, V, =2V, I, =1 ma)
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. 2. En el circuito de Ia figura calcular el valor de la resistencia R;. para los dos casos siguientes:
A V=105V, L= 1mA
b) Vou=2 V, I.= 6.5 mA
También para los dos casos calcular la ganancia en tensién y en intensidad.

(El transistor es un BC107B) 12V
R bt ;ul ko

- W e

oskad L

¥ 747

3. Expresar la salida en funcién de la entrada para el circuito con operacionales de la figura.
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4. Calcular la caracterfstica de transferencia para el circuito de la figura.
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3.- Disenar un circuito de 5 entradas que realice la funcién légica:

Y = (A+B)-C: (D+E)



6. (Qué valor debe tener R para que I,=1.5 mA, V=10 V e 12. calcular ta funcidn légica de este sistema con dos
I..=2.5 mA?. ¢Cuédnto vale Vc? entradas. Voo
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1.- Calcular 1a corriente de drena-
dor v la tensifn Vps para el dis-
positivo de efecto campo de la
figura.
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3.- Obtener 1la carascteristica de a0 2.2y
transferencia para el circuite de 1la 2
figura. (Tensidn de =salida para Ip=KW65-VT)
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4.- Calcular 1la tensidén de salida Vo
para todas las posibles combinaciones
de entradas A, B.
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8.- Calcular el punto de polarizacinr
del tramsistor: Veez e Ie.
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1.-En el circuito de la figura hallar Vg ,Vpg . ¢En qué estado esta el JFET ?
Vee=0'7 V. R,=150KQ R;=8MQ



\ :

! 12.- Obtener 1la corriente, Iz, que
. circula por la fueFte de tensién de 2
|

10.- Obtener la funcidén 1d6gica del V.
circuito.
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b) Recaicule el valor de R, para que
V=65 V.

¢) ¢ Por qué no puede estar nunca este
transistor en saturacion?.

I'J 3. Para el circuito de la figura (3=100):
e : a) Calcular el punto de polarizacién.
vl | E«F‘ Vo j,

{4 puntos)
(£ puntos)
3.- Obtener la salida del circuito de la figura: YAY
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4.- Calcule el punto de operacion de los
transistores del siguiente circuito;
f,=100
B,=50 ) (&4 puntos)
11.- Obtenga el equivalente Thevenin o Norton del
circuito de la figura:
R =1 kg
R™=2 kg
R ) rg=20 &
Vp=0.6 V
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8.- Obtenga la funcidn légica que realiza el
circuito de la fi :
cla '%"‘S Vop {3 puntos)
~ 5.~ gQue transistor(es) no estard(n) saturado(s)
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EXAMEN PARCIAL DE ELECTRONICA GENERAL (22 INFORMATICA). 15-II=91

1- Obtenga el equivalente de Thevenin del circuito del apartado a) Y
el Norteon del circuito del apartado b).

b)

QSMhnda

R =1kl ; C = 10 nF

2.- En el circuito con transistor de la figura obtenga el valor de R,

Yy Ve 81 B = 100, Ve = 0.7 V e I, = 0.4 mA,
Vee
Vee = 12 V | ac
R, = 21.6 kn _ Q1
R, = 4.25 kn
R. = 2.40 kn 2
¢ 2
Qﬁ
R, = 0.5 ki
QEZ

3.~ Obtenga la salida del circuito (V,) de la figura en los siguientes
casos!

“Vcc_
a) v, = =7V R, = 2 k0
b) V., = -1V R, = 5 kil
" Ve
e) Vv, = 1V RL R = 10 kn
d) v, = 7V . Ve =5V

Ve

e) ¢Pueden estar D1 y D2 conduciendo simultidneamente?

4.- ¢ En qué transistores es despreciable la corriente de puerta ?
¢ Por qué 2,



1. Obtenga la caracteristica de transferencia del signiente circuito.

1kQ
Y Vo
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Dz Td =0

Vo=5V

2. Calcule I, y Vog en el circuito de la figura en los siguientes casos:

a) Vi=15V.
b) V; =30 V. Calcule la Rp mdixima para que el transistor esté en activa.

¢) Obtenga el equivalente Thevenin del circuito entre los terminales A y B justificando las
aproximaciones que tenga que hacer, para V; = 15 V.
5V

3. Disefar un circuito que realice la funcién légica

Y=(4+[-C)-D

4. Responda a las siguientes cuestiones:

1.- Frecuentemente, en circuitos de tecnologia bipolar, se suelen encontrar dispositivos con

la siguiente estructuras:

Ae—- n P n - B

i Podria explicar brevemente el funcionamiento de este dispositivo cuando se aplica una
diferencia de potencial entre A y B?

2.- Razone acerca de la polaridad de la tensién de puerta en un MOSFET de canal n para
la formacidn del canal. ; Y en saturacion?. Justifique la respuesta.

4. Calcular la salida V5 del circuito de la figura en funcién de la posicién de los conmutadores Sg, Sy, -5;.
Obtener las combinaciones de conmutadores correspondientes a los valor maximo y minimo de V,.
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3. Obtener la funcién légica sintetizada por el circuito de la figura. Indicar en una tabla el estado de
todos los transistores para cada una de las combinaciones posibles de las entradas. (1.5 puntos)

oV

4. Se desea adquirir una sefal que varia entre 50 H z y 4 kHzy que oscilaentre 0 y 5 V con una sensibilidad

de 10 mV con un conversor A/D. Especificar la frecuencia de conversion minima y el nimero de bits
minimo necesarios. {1.5 puntos)
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1. Calcular 1 y V. de los transistores siguientes:
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2, Diseiiar un circuito de dos entradas utilizando puertas NMOS que realice la funci6n l6gica:

3. .Calcu'1ar las corrientes que circulan por los terminales del amplificador operacionat y las
resistencias de los circuitos de la figura:

(&: loo



1. Obtenga el punto de operacién del transistor de la figura. Caicule el valor de V.

Ve = 28V
R, = 5k
Br = 300 k£Q
Rg = 44k0Q
Vp = 06V
rp = 0

V]_ = 10V
V2 = 5V

8 = 100

2. Explicar el funcionamiento de la puerta légica de la figura, detallando el estado de cada unc de los
transistores. jQué funcidn légica realiza®
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1.- (3.5 PUNTOS) Calcule el punto de operacién de los transistores del circuito de la figura y la tensidn de
salida V.

T2 \,b ) VBEactiva=0'6 v

2V
e
=1
D, &5 8,= 10

V=5V
R,=3kQ
R,=2kQ

2, R,=2.2 k0
R,=3.7kQ

1. Obtener la funcién légica que realiza ¢l circuito de la figura.
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2, Calcular. el punto de operacidén (Ie, Veg) de los tra.nmstores del circuite de la figura y la tensién de

salida V, en los mgmentes casos: (4 puntos)

ea)Vi = 8V
eb) V=11V

T 12y VBE ac!wa
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3. Calcular la tensién de salida V, en el circuito de la figura (2 puntos)
10V
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1. Obtener el valor de la tensién de salida ¥ en funcidn de la tensién de entrada V; en el circuito de la

figura. (1.5 puntos)

Rg = 1kQ
Re = 1.5 kQ2
Rp = 100 kQ

hpg = 100

Vee = 12V
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2. Obtener la caracteristica de 1. Calcular el puhto de operacién de los transis-

transferencia (V,=V(V))) del circuito de tores del circuito.
la figura.
bl é 2k P
+ Vo = 06V
> ' J g = 100
. VBE,act =06V
CDQmA ik.ﬂ. ‘ VBE,JGI psend 07 V
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4. Obtener la funcidn légica que realiza el
circuito de la figura explicando el estado

de los transistores para cada combinacién

3. Calcular para el circuito de la figura: de entradas.

‘ a) El punto de operacién de los pr
transistores.

b) La ganancia en tensién del

]
circuito en condiciones de pequefia sefial. ’_i d M, [_'d M,
}—‘ L

hgpr=hpgo=100;  hg.y =hg,=120;
Q
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6. Obtener la tabla de verdad, indicando el estado 3. Obtener el punto de operacion (# = 100).
de cada transistor, de la puerta légica de la figura.
6V
Vee | T
Voo
- 1 mA
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2.- Obtener la funcidn légica que realiza el siguiente circuito indicando el estado de cada
transistor para cada combinacién de entradas. (2.5 puntos)

e T
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3.- Calcular el punto de operacién del transistor del circuito de la figura. Obtener la
ganancia de tensién en pequefa sefial. Datos: =100, h,=4.5 KQ y h=100. (3 puntos)
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4.- Calcular la caracteristica de transferencia (V,=f(V))) del siguiente circuito.
(2.5 puntos)

ADwSL

13



